
◆発明概要と利点

発明者らは、 SiC_pチャネルMOSFETの移動度を従来に比べて2倍に向上させ

る技術を見出しました (図1, 2) 。

SiC結晶の「面」をうまく活用し、SiC CMOS素子 (nチャネルMOSFETとp

チャネルMOSFETの対で構成する素子) を作製することで、従来技術に比べて2

倍以上の性能を有するSiC CMOS素子および集積回路を実現することができます。

また高耐圧のパワー集積回路 (パワーIC) 、Siの限界を越える高温動作が可能で

耐放射線性にも優れたSiC集積回路を作製することができます。
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◆背景

MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor) は動作速度

の速さ、駆動損失の少なさなどに利点がある近年の主力なトランジスタです。ま

たｎチャネルMOSFETとｐチャネルMOSFETとで構成された相補型MOSデバイ

スは、スイッチング時を除いて電流が流れず、静的消費電力がほぼゼロのため、

Si集積回路における基本デバイスとなっており、将来のSiC集積回路においても

本命のデバイスと考えられます。

しかしながら、SiC MOSFETでは、ｐチャネルMOSFETのチャネル移動度が、

ｎチャネルMOSFETのものに比べて著しく小さいという問題があります。そのた

め、ｐチャネルMOSFETの特性は、相補型MOSデバイスの性能を制限する大き

な要因となっており、チャネル移動度の大きいSiC_pチャネルMOSFETの実現が

望まれています。
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◆研究段階

移動度が従来技術と比べて２

倍に向上させたSiC CMOS素

子 (nチャネルMOSFETとp

チャネルMOSFETの対で構成

する素子を作成済

pチャネルの移動度が向上するようなSiC CMOSデバイスの構造とその製造手法

チャネル移動度が大きく向上したSiC ｐチャネルMOSFETを開発しました。

図1. ｐチャネルMOSFETのチャネル移動度

低𝑁D素子で 𝜇FE > 25 cm2/Vs の高移動度。𝑁D~10
17𝑐𝑚−3 でも 𝜇FE > 20 cm2/Vs の移動度。
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図2. ｐチャネル移動度の結晶面依存性

同𝑁D素子では結晶面X, YはSi面の約2倍の移動度。結晶面Xより結晶面Yの方がμFE,max が高い。

◆適応分野

・自動車＿燃料混合比制御

・航空機など＿タービンエン

ジン制御

・宇宙＿探査機制御

・燃焼炉＿ガス濃度検知
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